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１．概要（Summary ） 
半導体 GaN は、発光ダイオードやレーザーといった発光

デバイス、さらにはトランジスタなどのパワーエレクトロニク

スデバイス基礎構成材料である。信号機及び各種照明、

磁気記録書き込み用レーザー、車載の電力変換トランジ

スタなど家庭生活一般に普及し、近年の生活環境の発展

にも大きく貢献している。これらの実現の基盤には基礎結

晶特性の劇的な改善があり、同材料のさらなる展開に特

に重要となるのは、現在実現に至っていない緑色域の高

In 組成 InGaN の高品質結晶成長、および、高速・大出力

トランジスタ動作のためのさらなる高品質結晶成長である。

この実現に、GaN と結晶格子定数差の小さな SiC 基板上

の結晶成長がひとつの有効な手段とされている。そこで

本研究では、新たに導入された BL11XU ビームラインで

のその場 X 線回折を用い、SiC 基板上に分子線エピタキ

シー成長するGaNの成長過程を詳細に検討する。これに

より、GaN 結晶の成長過程の根本的理解を得、さらなる

GaN 系高品質結晶成長実現の基盤的知見を得る。 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 
BL11XU ビームラインで、以下の研究を行った。2014B 期

に引き続き、GaN 基礎成長条件の構築：SiC 基板上での

Ga 照射量、窒素照射条件、基板温度などについて詳細

に検討した。また、成長初期核形成、核形成後の格子緩

和状態について検討した。特に、SiC 基板上に GaN,AlN

単層をそれぞれ積層させたものと、AlN をバッファ層として

数１０nm 積層した後に GaN の成長を行った試料に対して、

それぞれの成長過程を比較検討した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
図 1 は、SiC 基板上に AlN 成長時の初期成長層形成

過程である。これより、当初は干渉なども観測可能な

非常に平坦な薄膜が数十nmに渡って形成されること

がわかった。さらには、その後結晶は緩和に向かい、 

Fig. 1 SiC 上 AlN 成長開始直後の XRD 測定結果 

AlN の結晶格子定数へエピタキシャル成長層が変遷し

ていくことが確認された。2014B 期に得られた GaN 形

成時との比較検討や、AlN をバッファとして GaN を成

長した際の形成過程についても詳細に解析を行い、今後

報告していく予定である。

４．その他・特記事項（Others） 
共同実験者：高橋 正光（日本原子力研究開発機構）

JAEA施設利用
タイプライターテキスト
利用施設：SPring-8(BL11XU)




